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【はじめに】a-In–Ga–Zn–O (a-IGZO) に代表されるアモルファス酸化物半導体 (AOS) は、室温で

作製しても 10 cm2/Vs を超える高い移動度の薄膜トランジスタ (TFT) を作製でき、大型有機 EL

ディスプレイや高精細液晶ディスプレイ等に広く用いられている[1]。我々は近年、AOS の中でも

a-Ga–O (a-GO) が 4.12 eVの超ワイドギャップでありながら 7 cm2/Vsの Hall移動度をもつ半導体

であることを報告してきた[2]。しかし 1015 cm3以下しか電子ドーピングができないという問題が

あった。a-IGZO のキャリア濃度を増加させる方法として、真空中での熱処理や水素注入が効果的

であることが知られている[3]が、以前の我々グループで試した範囲では a-GO 薄膜では水素ドー

プによるキャリア密度増加は実現できなかった。本研究では、パルスレーザー堆積法 (PLD) によ

って作製した半導性の a-GO 薄膜に対して、真空アニールや水素プラズマ処理を行いキャリア濃

度の向上を試みた。さらに、高温ホール測定を行い a-IGZO との比較を行うことでキャリア輸送特

性について議論したので報告する。 

【実験方法】PLD法を用いて a-GO の室温成膜を行った。PLDターゲットには 1550℃で焼結した

高密度の-Ga2O3焼結体（焼結密度 96.7%）を用いた。製膜時にはレーザーパワーと周波数をそれ

ぞれ 110 mJと 10 Hzとし、酸素分圧を 3から 6 Paまで変えた。すべての膜について真空中 300℃

の熱処理を行い、その後圧力 8 Pa、RFパワー50 Wとして 30秒間水素プラズマ処理を行った。電

気特性は van der Pauw法を用いて AC ホール測定により評価を行った。 

【結果】Fig. 1に Hall効果測定の結果を示す。水素プラ

ズマ処理前は、すべての酸素分圧条件で電気伝導度に

大きな違いが見られなかったが、酸素分圧が大きいほ

ど移動度が大きく 1.5 倍の違いがあることが分かった。

これらの膜に水素プラズマ処理を行った所、PO2 = 6 Pa

の薄膜ではキャリア濃度が２桁ほど上昇することが分

かった。膜表面の AFM 像を確認した所 RMS の値は、

測定前と測定後でそれぞれ 0.88 と 0.98 nm であったこ

とから、プラズマ処理によるエッチングの影響はほと

んど無く、水素を膜中に導入することでドーピング効

果が得られたものと考えられる。当日は高温 Hall 効果

の結果を併せて議論する。 
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Fig. 1 Effect of H-plasma treatment on 

conductivity (), carrier density (Ne) and 

electron mobility (Hall) for a-GO thin 

films. Blue and red symbols show the 
a-GO films before and after the H-plasma 

treatment, respectively. 
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